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前言

　　本书系中等职业学校机电一体化专业电子技术基础课教材，是教育部规划教材。
本书以江苏省职教中心机电一体化专业现代化建设试点教学计划和《电子技术》教学大纲为依据编写
。
　　全书包括数字电路和模拟电路的基本内容，知识深度和广度以三年制中等职教为基准，兼顾四年
制。
编写原则是：确保基础、精选内容、加强概念、面向更新、联系实际、利于教学、启发思考、引导创
新。
　　为了适应电子技术的发展，在教学上处理好电工技术、电子技术、单片机和可编程控制器几门课
程之间的衔接关系，本书打破了传统的编写方法，加强了集成电路的应用知识，简化了分立元器件的
叙述。
在编排顺序上则把数字电路放在模拟电路之前，以便于教学计划的实施。
本课程教学时数为162课时，各章参考学时见教学课时分配表。
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内容概要

本书系中等职业学校（三、四年制）机电一体化专业电子技术基础课教材，是教育部规划教材。
　　全书包括数字电路和模拟电路的基本内容，主要有：半导体器件、数字电路基础、组合逻辑电路
、时序逻辑电路、存储器可编程逻辑器件、放大器基础、集成运算放大器、低频功率放大器、波形产
生与变换电路、直流电源、D/A和A/D转换器、电力电子器件及其应用等。
各章均有简明提要和适量习题，书末附有实验和有关资料。
　　本书深入浅出、通俗易懂，可作为中等职业学校机电一体化、工业自动化、计算机应用和电工等
专业电子技术课程的教材，也可作为通信、仪表、家用电器等行业生产和维修人员的培训及自学用书
。

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<电子技术>>

书籍目录

第一章　半导体器件　第一节　半导体二极管　　一、PN结　　二、二极管的结构和符号　　三、二
极管的伏安特性　　四、二极管的主要参数　第二节　半导体三极管　　一、三极管的结构和分类　
　二、三极管的工作电压和基本组态　　四、三极管的伏安特性　　五、三极管的主要参数　第三节
　场效应管　　一、结型场效应管　　二、绝缘栅场效应管　　三、场效应管的主要参数　　四、场
效应管和三极管的比较　本章小结　习题一第二章　数字电路基础　第一节　数字电路概述　　一、
数字电路的特点　　二、脉冲信号及脉冲波形的参数　　三、数制与码制　第二节　逻辑门电路　　
一、逻辑电路及其规定　　二、逻辑门电路基础　　三、集成逻辑门电路　第三节　接口电路　　一
、接口电路　　二、TTL和CMOS电路在使用中应注意的问题　第四节　逻辑代数的基本公式和定律
　　一、基本公式　　二、基本定律（又称基本定理）　　三、逻辑代数的三个基本规则　　四、常
用公式　第五节　逻辑函数的代数法化简　　一、化简的概念　　二、公式化简法　第六节　逻辑函
数的卡诺图化简法　　一、逻辑函数的最小项　　二、逻辑函数的卡诺图表示法　　三、逻辑函数的
卡诺图化简法　　四、具有约束的逻辑函数的化简　本章小结　习题二第三章　组合逻辑电路　第一
节　组合逻辑电路分析与设计　　一、组合逻辑电路特点　　二、组合逻辑电路分析　　三、组合逻
辑电路设计　第二节　编码器　　一、二进制编码器　　二、二一十进制编码器　　三、82421BCD码
优先编码器　第三节　译码器　　一、二进制译码器　　二、二一十进制译码器　　三、显示译码器
　第四节　运算器　　一、半加器和全加器　　二、集成加法器　⋯⋯第四章　时序逻辑电路第五章
　存储器和可编程逻辑器件第六章　放大器基础第七章　集成运算放大器第八章　低频功率放大器第
九章　波形产生与变换电路第十章　直流电源第十一章　D/A和A/D转换器第十二章　电力电子器件
及其应用实验一　常用仪器、仪表的使用实验二　稳压二极管伏安特性曲线的测绘实验三　半导体三
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章节摘录

　　3.PN结的形成及其导电特性　　在一块纯净硅（或锗）片上，运用掺杂工艺，使其一部分形成P
型半导体，另一部分形成N型半导体。
在P型区和N型区的交界面上将形成一个不导电的薄层，称PN结，如图1-3所示。
　　（1）PN结的形成 由于P型区的空穴浓度大于N型区的空穴浓度，N型区的电子浓度大于P型区的
电子浓度，因此在交界面附近，P型区的空穴和N型区的自由电子将相向扩散、相遇复合而消失，仅剩
下很薄一层不能移动的负离子和正离子，形成“空间电荷区”，即PN结。
空间电荷区产生的由正离子区指向负离子区的“内电场”，对两侧多子的扩散运动起阻碍作用，故PN
结又称阻挡层。
内电场阻碍两侧多子继续扩散的同时，却推动了两侧少子作相向运动，这种在内电场作用下少子的定
向运动称为漂移运动。
当多子的扩散运动和少子的漂移运动达到动态平衡时，PN结的宽度即相对稳定，一般约几微米。
PN结内的多子因扩散和复合而被“消耗殆尽”，故PN结又称耗尽层，耗尽层的电阻率很高。
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